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CT1X502[13380FB 5kQ 338011% 3435
CT1X502[13435FA 5kQ 3380 3435::1%
CT1X103[13380FB 10kQ 33801% 3435
CT1X103[13435FA 10kQ 3380 34351%
CT1X272[13935FB 2.7kQ 3935+1% 3975
CT1X272[3975FA 2.7kQ 3935 3975:1%
CT1X502[13935FB 5kQ 3935::1% 3975
CT1X502[13975FA 5kQ 3935 39751%
CT1X103[13935FB 10kQ 3935+1% 3975
CT1X103[13975FA 10kQ 3935 3975:+1%
CT1X503[13935FB 50kQ 3935::1% 3975
CT1X503[13975FA 50kQ 3935 3975:1%
CT1X104[13935FB 100kQ 3935:+1% 3975
CT1X104[13975FA 100kQ 3935 3975:+1%
CT1X103[13950FB 10kQ 39501% 3990
CT1X103[13990FA 10kQ 3950 3990:+1%
CT1X103[14050FB 10kQ 4050+1% 4100
CT1X103[J4100FA 10kQ 4050 410041%
CT1X503[14050FB 50kQ 405041% 4100
CT1X50314100FA 50kQ 4050 410041% 045 3 40125
CT1X10414050FB 100kQ 4050+1% 4100
CT1X104[J4100FA 100kQ 4050 410041%
CT1X103[J4150FB 10kQ 415041% 4200
CT1X103[J14200FA 10kQ 4150 420041%
CT1X503[14150FB 50kQ 415041% 4200
CT1X503[14200FA 50kQ 4150 4200+1%
CT1X10414150FB 100kQ 415041% 4200
CT1X104[14200FA 100kQ 4150 420041%
CT1X503[14250FB 50kQ 425041% 4310
CT1X503[14310FA 50kQ 4250 4310+1%
CT1X10414250FB 100kQ 4250+1% 4310
CT1X104[J4310FA 100kQ 4250 43101%
CT1X20414250FB 200kQ 425041% 4310
CT1X204[J4310FA 200kQ 4250 43101%
CT1X104J4500FB 100kQ 450041% 4600
CT1X104[J4600FA 100kQ 4500 46001%
CT1X20414500FB 200kQ 450041% 4600
CT1X204[14600FA 200kQ 4500 46001%
* O|PUEOTFRZZRATIZE,  (F=H%, G=2%, H=43%, J=45%)
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CT2X502[]13380FB 5kQ 3380+1% 3435
CT2X502[13435FA 5kQ 3380 343541 %
CT2X103[13380FB 10kQ 3380+1% 3435
CT2X103[13435FA 10kQ 3380 343541 %
CT2X272[]3935FB 2.7kQ 3935+1% 3975
CT2X272[13975FA 2.7kQ 3935 3975+1%
CT2X502[13935FB 5kQ 3935+1% 3975
CT2X502[13975FA 5kQ 3935 3975+%
CT2X103[13935FB 10kQ 3935+1% 3975
CT2X103[13975FA 10kQ 3935 3975+1%
CT2X503[13935FB 50kQ 39354+1% 3975
CT2X503[13975FA 50kQ 3935 3975+1%
CT2X104[13935FB 100kQ 3935+1% 3975
CT2X104[13975FA 100kQ 3935 3975+ %
CT2X103[13950FB 10kQ 3950+1% 3990
CT2X103[13990FA 10kQ 3950 3990+1%
CT2X103[J4050FB 10kQ 4050-+1% 4100
CT2X103[14100FA 10kQ 4050 4100-+1%
CT2X503]4050FB 50kQ 4050+1% 4100
CT2X503[14100FA 50kQ 4050 4100+1% 0> 3 40125
CT2X104J4050FB 100kQ 4050-+1% 4100
CT2X104[14100FA 100kQ 4050 4100+1%
CT2X103[J4150FB 10kQ 4150+1% 4200
CT2X103[14200FA 10kQ 4150 4200-H1%
CT2X503[]4150FB 50kQ 4150+1% 4200
CT2X503[14200FA 50kQ 4150 4200+1%
CT2X104[J4150FB 100kQ 4150+1% 4200
CT2X104[14200FA 100kQ 4150 4200-H1%
CT2X503[]4250FB 50kQ 4250+1% 4310
CT2X503[14310FA 50kQ 4250 4310+1%
CT2X10414250FB 100kQ 4250+1% 4310
CT2X104[14310FA 100kQ 4250 4310-H%
CT2X204[]4250FB 200kQ 4250+1% 4310
CT2X204[14310FA 200kQ 4250 4310-H%
CT2X104[]4500FB 100kQ 4500+1% 4600
CT2X104J4600FA 100kQ 4500 4600+1%
CT2X204[]4500FB 200kQ 4500+1% 4600
CT2X20414600FA 200kQ 4500 4600-H1%
* OEPUEOTFRZEZZBRATLIES,  (F=H%, G=22%, H=13%, J=15%)
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CT3X502[13380FB 5kQ 3380+1% 3435
CT3X502[13435FA 5kQ 3380 3435:+1%
CT3X103[13380FB 10kQ 3380+1% 3435
CT3X103[13435FA 10kQ 3380 3435:+1%
CT3X272[13935FB 2.7kQ 3935+1% 3975
CT3X272[13975FA 2.7kQ 3935 3975:+1%
CT3X502[13935FB 5kQ 3935+1% 3975
CT3X502[13975FA 5kQ 3935 3975+ %
CT3X103[13935FB 10kQ 3935:+1% 3975
CT3X103[13975FA 10kQ 3935 3975+1%
CT3X503[13935FB 50kQ 3935:+1% 3975
CT3X503[13975FA 50kQ 3935 3975+1%
CT3X104[13935FB |  100kQ 3935+1% 3975
CT3X10413975FA |  100kQ 3935 3975:+1%
CT3X103[13950FB 10kQ 3950+1% 3990
CT3X103[13990FA 10kQ 3950 3990-H1%
CT3X103[14050FB 10kQ 4050-41% 4100
CT3X103[14100FA 10kQ 4050 4100-41%
CT3X503[14050FB 50kQ 4050-41% 4100
CT3X503[14100FA |  50kQ 4050 4100-41% 07 4 40125
CT3X104[14050FB | 100kQ 4050+1% 4100
CT3X104[J4100FA | 100kQ 4050 4100-41%
CT3X103[14150FB 10kQ 4150+1% 4200
CT3X103[14200FA 10kQ 4150 4200-41%
CT3X503[14150FB 50kQ 4150-81% 4200
CT3X503[14200FA 50kQ 4150 4200-41%
CT3X104[14150FB |  100kQ 4150-81% 4200
CT3X104[J4200FA | 100kQ 4150 4200-41%
CT3X503[14250FB 50kQ 4250+1% 4310
CT3X503[14310FA 50kQ 4250 431041%
CT3X104[14250FB | 100kQ 4250+1% 4310
CT3X104[04310FA |  100kQ 4250 4310H1%
CT3X204[04250FB | 200kQ 4250-41% 4310
CT3X204[J4310FA | 200kQ 4250 4310-H%
CT3X104[14500FB |  100kQ 4500-41% 4600
CT3X104[14600FA |  100kQ 4500 46001%
CT3X204[14500FB |  200kQ 4500+1% 4600
CT3X204[J4600FA | 200kQ 4500 4600-41%
* OEPUEOTFRZEZZBRATLIES,  (F=H%, G=22%, H=13%, J=15%)
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CT4X502[13380FB 5kQ 33801% 3435
CT4X502[13435FA 5kQ 3380 34351%
CT4X103[13380FB 10kQ 33801% 3435
CT4X103[13435FA 10kQ 3380 3435+1%
CT4X272[13935FB 2.7kQ 3935:+1% 3975
CT4X272[13975FA 2.7kQ 3935 39751%
CT4X502[13935FB 5kQ 3935:+1% 3975
CT4X502[13975FA 5kQ 3935 39751%
CT4X103[13935FB 10kQ 3935:+1% 3975
CT4X103[13975FA 10kQ 3935 3975+1%
CT4X503[13935FB 50kQ 3935:+1% 3975
CT4X503[13975FA 50kQ 3935 3975:+1%
CT4X10413935FB 100kQ 39351% 3975
CT4X104[13975FA 100kQ 3935 3975:+1%
CT4X103[13950FB 10kQ 39501% 3990
CT4X103[13990FA 10kQ 3950 3990-1%
CT4X103[14050FB 10kQ 40501% 4100
CT4X103[14100FA 10kQ 4050 410041%
CT4X503[14050FB 50kQ 40501% 4100
CT4X503[14100FA 50kQ 4050 410041% 09 > 407125
CT4X10414050FB 100kQ 40501% 4100
CT4X104[J4100FA 100kQ 4050 410041%
CT4X103[14150FB 10kQ 4150H1% 4200
CT4X103[14200FA 10kQ 4150 420041%
CT4X50314150FB 50kQ 415041% 4200
CT4X503[14200FA 50kQ 4150 420041%
CT4X10414150FB 100kQ 4150H1% 4200
CT4X104[14200FA 100kQ 4150 420041%
CT4X503[14250FB 50kQ 42504% 4310
CT4X503[14310FA 50kQ 4250 431041%
CT4X10414250FB 100kQ 4250-H1% 4310
CT4X104[14310FA 100kQ 4250 431041%
CT4X20414250FB 200kQ 425041% 4310
CT4X20414310FA 200kQ 4250 431041%
CT4X10414500FB 100kQ 45001% 4600
CT4X104[14600FA 100kQ 4500 46001%
CT4X20414500FB 200kQ 45001% 4600
CT4X204[14600FA 200kQ 4500 46001%
*OEPEOTFREZIEBATZSV,  (FFH%, G=2%, H=43%, J=45%)
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CT5X502[13380FB 5kQ 33801% 3435
CT5X502[13435FA 5kQ 3380 3435:1%
CT5X103[13380FB 10kQ 33801% 3435
CT5X103[13435FA 10kQ 3380 3435::1%
CT5X272[13935FB 2.7kQ 39351% 3975
CT5X272[13975FA 2.7kQ 3935 39751%
CT5X502[13935FB 5kQ 39351% 3975
CT5X50213975FA 5kQ 3935 39751%
CT5X103[13935FB 10kQ 3935::1% 3975
CT5X103[13975FA 10kQ 3935 3975:1%
CT5X503[13935FB 50kQ 3935:1% 3975
CT5X50313975FA 50kQ 3935 3975:1%
CT5X10413935FB 100kQ 3935:+1% 3975
CT5X10413975FA |  100kQ 3935 3975:+1%
CT5X103[13950FB 10kQ 39501% 3990
CT5X10313990FA 10kQ 3950 3990+1%
CT5X103[]4050FB 10kQ 405021% 4100
CT5X10314100FA 10kQ 4050 410041%
CT5X503]4050FB 50kQ 405041% 4100
CT5X50314100FA 50kQ 4050 410041% L0 ° 40125
CT5X10414050FB 100kQ 405041% 4100
CT5X10414100FA 100kQ 4050 410041%
CT5X103[14150FB 10kQ 415041% 4200
CT5X10314200FA 10kQ 4150 420041%
CT5X503]4150FB 50kQ 415041% 4200
CT5X50314200FA 50kQ 4150 420041%
CT5X10414150FB 100kQ 415041% 4200
CT5X10414200FA 100kQ 4150 420041%
CT5X503[14250FB 50kQ 425041% 4310
CT5X50314310FA 50kQ 4250 431041%
CT5X104[]4250FB 100kQ 425041% 4310
CT5X10414310FA 100kQ 4250 43101%
CT5X20414250FB 200kQ 425041% 4310
CT5X20414310FA |  200kQ 4250 43101%
CT5X10414500FB 100kQ 450041% 4600
CT5X10414600FA 100kQ 4500 460021%
CT5X20414500FB 200kQ 450041% 4600
CT5X204J4600FA |  200kQ 4500 46001%
* O|PUEOTFAZZRATIZE,  (F=H%, G=2%, H=43%, J=45%)
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